





















































































































































































加速電圧を変化させて成膜を行ったO 基板混度は室温""4000C、加速電圧は3kV "" 







































イア (0001)面の O層およびその上のAl層、 O層、ノレチノレ (200)面のTi麗とその

























































である。 41.70に強いピークが存在することがわかる O これは基板であるサファイ
ア(0006)のピークである。それ以外に、 39.10 と38.60にピークが存在する。 39.10
のピークはルチル (200)のピークであり、 38.60はアナターゼ (112)のピークであ











合について検討するO サファイア (0001)面の O層およびその上のAl層、 O層と、
アナターゼ (112)面のTi層とその上下の O層、そして比較のためにルチル (200)




















図2.14に示す。図 2.14の (a)はVa=3kVで成膜した場合の X線回折ノぐターンで





















































































形成材料に用いられている o そこで、光学的特性として Ti02薄膜の屈折率を測
定した。屈折率の測定にはエリプソメトリを使用した。使用したエリプソメトリ









率も高くなっているのがわかる o 2000C、4000Cで成膜した場合は、 2.66以上の高
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図1.2:イオン電流密度のイオン化電子電圧依存性
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図2.9:半値幅の基板温度依存性(サファイア (1102)基板)
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図 3.1:サファイア (0001)基板上の Ti02の屈折率の基板温度依存性
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